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１．概要（Summary） 

電子の持っている内部自由度であるスピンを半導

体中で有効に利用したデバイスの創製を目指し，強磁

性体電極から窒化物半導体へのスピン注入の実現，な

らびに窒化物ベース希薄磁性半導体の結晶成長とそ

の評価を行っている．これまで，分子線エピタキシー

成長法を用いて遷移金属Crや希土類元素GdをGaN

に添加した希薄磁性半導体 GaCrN ならびに GaGdN

の薄膜成長を行い，その結晶構造や磁気特性などを評

価してきた．これらの希薄磁性半導体を用いてデバイ

スを作製する上で，成長した薄膜の電気特性評価は欠

かせない．また，強磁性金属電極からの GaN へのス

ピン注入現象や GaN 内でのスピン伝導現象の解明の

ために，Fig. 1に示した電極配置で，電流の流れる領

域を制限して測定を行う必要がある．今年度は，GaN

へのスピン注入効率向上に向けて，ハーフメタリック

なバンド構造を持つ γ’-Fe4N電極の形成を検討した． 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Schematic drawing of a sample structure for 
measuring spin injection and detection through a 
ferromagnetic (FM) metal/GaN Schottky barrier. 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

マスクアライナー，RFスパッタ成膜装置． 

【実験方法】 

有機金属化学気相成長法でサファイヤ基板上に成

長した GaNテンプレートを GaN基板として用いた．

分子線エピタキシー成長法により γ’-Fe4N/GaNなる強

磁性金属/半導体構造を形成した．その後，矩形状の開

口部を持つ絶縁膜形成マスクと電気特性評価用電極

マスクを用い，化学エッチング，スパッタ成膜（シリ

コン酸化膜と Cr/Au）とリフトオフにより目的とする

試料構造（Fig. 1参照）の作製を試みた． 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製した試料を光学顕微鏡ならびに原子間力顕微

鏡により評価した．その結果，Fig. 2に示したように，

①最も細い電極 3 が途中で切れる，②電極 2－3 間の

狭い領域のリフトオフが不十分である，③γ’-Fe4N 薄膜

がオーバーエッチングされるなど，改善すべき課題が

明らかとなった．①，②については，露光時間やスパ

ッタ成膜条件などを変えることにより改善できた．③

については，化学エッチング液の濃度やエッチング時

間を変えて最適化を試みた．その結果，かなり改善で

きたが，局所的に Au/Cr/GaN 構造となることは避け

られないことが判明した．より最適な試料作製に向け

て，このオーミックコンタクト領域の影響を最小とす

る方法を今後検討する必要がある． 
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Fig. 2. Photograph of a fabricated sample. 


